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逆ペロブスカイト型構造のマンガン窒化物の一部は、マンガン磁気モーメントの反強磁性-常磁

性の磁気相転移と連動して、温度が上昇すると体積が減少することが知られている[1]。この現象

は負の熱膨張と呼ばれ、熱による変形の回避が求められる電子デバイスなどに用いることで熱膨

張の相殺が期待される。本研究では、バルクで負の熱膨張を示すマンガン窒化物（Mn3SnxZn1-xN）

の電子デバイスなどへの応用に向けて、薄膜化した際の物性の変化を調査した。 

MgO(001)基板上に基板温度をパラメータとし、パルスレーザー堆積法でMn3Sn0.5Zn0.5N薄膜の作

製を行った。ターゲットには、市販のMn3Sn0.5Zn0.5N(Smartec-H)焼結体および原料粉末から自作し

た焼結体の二種類を用いた。原料および薄膜試料について、X線回折測定(XRD)よる結晶構造評価

および119Snメスバウアー分光法による局所的磁性調査を行った。 

Fig. 1に市販のターゲットを用いて作製した薄膜試料のXRDの結果を示す。基板温度320℃～

470℃の条件では、微量のMnOが存在するものの基板に対してMn3Sn0.5Zn0.5Nは(001)配向で結晶成

長していることがわかった。基板温度280℃では回折強度が弱く、結晶成長温度以下である可能性

が高い。Fig. 2にXRD結果から求めた基板温度に対する薄膜試料の膜面垂直格子定数を示す。基板

温度を上昇させると格子定数が小さくなっており、膜面垂直方向の圧縮歪みが増加していると考

えられる。発表では原料と薄膜試料のメスバウアー分光測定結果を踏まえて、薄膜化による磁性

の変化について議論する予定である。 

    

Fig. 1 Cu Kα XRD patterns of Mn3Sn0.5Zn0.5N films      Fig. 2 Substrate temperature dependence 

grown at 280℃~470℃ on MgO(001) substrates.           of lattice constant. 

The asterisks indicate the peak positions of bulk Mn3Sn0.5Zn0.5N. 
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